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Verwendung: Silizium- Plano:r-Epitaxie-
sCm Do Temoledety YO Wtk Ml Thol-

berstufen bei Umgebungstempercturen a
von -40 *°C bis 4-125°C

Abmessungen: Bauform B 3/250, TGL 11 811
Masse = 1 g
Zuldssige Hochstwerte bis #ymax

Ucso = NV Pt = 25W
Ucto = 20V beific = 25 ©C
Usso = 5V i = 175 ©°C
lc = 200 mA s = 125 ©C
Piot = 600 mW grd
bei #y = 25 °C Warmewiderstond Rin = 250
d
Kennwerte fir #o = 25°C -5 grd . Rn S ﬂ‘%rv'
Min, . Typ | Mex. | MeBbedingungen lwni-hn.l-
_pruppen

Reststréme
lcso “ |25 nA | Ucs = 15V
Durchbruchsponnungen
U(sr)ceo 0 V | lc = 5 puA
U(er)ceo 20 V ' Ic = 50 mA
Ul(er)eso 5 V { L lg = 5 pA !
Stromverstérkung
hete 18 | 35 Uce = 6 V, Ic = 2 mA, A
hete 29 | ‘ 70 f=1KkHz b
:h:ﬂ. 57 139 I c
hete 113 | 276 d
h". 226 i 550 | o
Ubergangsirequenz
fr .”"H‘i | Uce = 10 V, Ic = 10 mA,

i | :| f = 15 MHz
Rouschfoktor
F | 8dB | Uce = 6V, Ic = 02 mA,

f = 1 kHz, Rg = 500
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Bestellbeispiel flir einen Tronsistor Transistor SC 111
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